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English title
（英文题目首词首字母大写，后非特殊情况（专有名词）均为小写）
SUN Moumou1, 2，CAI Moumou1, 2, 3, DU Moumou1, 2, DUAN Moumou2, LU Mou3
（姓前名后，姓全大写，名首字母大写）
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Abstract: The text of English abstract. The text of English abstract. The text of English abstract. The text of English abstract. The text of English abstract. The text of English abstract. The text of English abstract. The text of English abstract. The text of English abstract. The text of English abstract. The text of English abstract. The text of …….
(英文摘要按照研究目的、方法(一般过去时的被动语态)，结果、结论(一般现在时态)顺序，中英文要相互对应。综述文章通篇使用一般现在时态。英文摘要以第三人称撰写，句型简单、语句通畅、意思明确。注意冠词用法，不要误用或随意省略冠词)
Keywords: keyword 1; keyword 2; keyword 3; keyword 4; keyword 5
（前言不编排节号）
前言内容上应包括：(1)本研究领域背景的综述[1]；(2)其他学者已有研究成果的详细描述[2-3]；(3)陈述为什么需要进行更多的或进一步的研究；(4)阐述作者本项研究的目的；(5)简述本文开展的研究工作以及解决科学问题的思路，亦可简介获得的亮点结果；(6)本项研究结果的意义(可选)。
(前言中应简单介绍课题的研究背景，引述该领域国内外同行已经取得的研究进展，以说明本文的选题意义和创新点所在。应尽量准确、清楚且简洁地指出所探讨问题的本质和范围。不能刻意回避引用最重要的相关文献，并注意引用文献的时效性[4-6]。内容不应与摘要和结论雷同。最好不要插图列表。在论述本文的研究意义时，应注意用词的分寸，不宜使用“填补了国内外空白”、“首次发现”等不适词汇。)
引用文献编号：若提供作者姓名，文献号要以上标的形式标注在人名上，中文作者用全称，英文作者用姓，如“Ma[1]在……”；若不止1个作者，要加“等”，如“Ji等[3]同时……”；一般不用文献号做主语，确需做主语时不用上标，平排即可，如“文献[8]中……”。多个文献号，不连续的用半角逗号隔开，2个及以上连续的用“-”表示，如“文献[1,3-4,7]”；一处引用的所有文献号都写到一个括号内。
1  实验

研究的全部实验描述应统一放到实验部分中(单纯研究实验方法除外)，实验设备需注明型号及生产厂家，常用设备名词可用缩写词。对实验步骤每个细节的描述应精确和可信(具有可重复性)。注意：(1)研究对象(样品或产品)的成分含量应使用国际标准含量质量分数(总量为100)，质量比(其他量为100)(请务必确认并注明！)；体积分数(或体积比)等）。(2)实验曲线上的数据点不少于5个。
2  结果与讨论
使用严谨逻辑的科技语言来表达本文研究的新发现。对数据来源、图表计算的描述应精确，真实和可信。与前人的研究结果进行充分比较和分析讨论，使读者清楚地了解本文研究结果的意义或重要性。

注意：（1）避免在结果讨论前重复描述实验方法，全部实验方法的描述应统一放到“实验部分”中；（2）文中只附必要的图表，图表放到相应的文字叙述后，图表不能重复。公式及图表的规范化要求如下。

2.1  照片图和曲线图
照片：文中应插入每张照片的TIF文件的原始照片，必须清晰，层次分明，照片中的文字说明应另用文字添加。示例见图1。
曲线图：曲线图请给出计算机软件(Origin, Word绘图软件)绘制的彩色插图文件；采用Origin绘图应保证文中插入的图双击可打开编辑；坐标轴上物理量与单位格式为：物理量(单位)。图上曲线较多时，宜用不同线型(颜色+虚实线或空实结合的符号)明确各条曲线以示区别。示例见图2和图3。
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(a) d = 30 nm，L = 20 μm；(b) d = 50 nm，L = 20 μm；

(c) d = 50 nm，L = 100 μm；(d) d = 90 nm，L = 20 μm

图1  纳米银线SEM图片
Fig.1  SEM images of silver nanowires
(双栏排的图、表，题名两端对齐；通栏排的图、表，题名居中对齐)
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图2　350~700 ℃ 煅烧温度下制备的钛酸锂的XRD 图谱
Fig.2　The X-ray diffraction patterns of LTO samples prepared at 350–700 ℃ calcination temperatures
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图3　环偶极谐振的折射率传感性能。(a)谐振点随折射率增加而红移；(b)拟合曲线
Fig.3　The sensitivity of toroidal sensor. (a) The red shifted transmission spectra; (b) Frequency shift vs analyte refractive index
图题应中英文对照，图题须具有自明性；只有小差异的图合并图题，子图序号(a)、(b)…等用英文(文本框透明)注于：曲线图—图外左上角；照片—图内左上角；注意文-图的一致性。子图需给出对应子图题，子图题放的位置应全文统一（放到子图正下方、放到总图题上方或放到总图题中）。
图中物理量符号格式与正文中一致，变量采用斜体，而量符号中为区别于其他量而加的具有特定含义的非量符号下角标则采用正体，如Idark(下角标为正体)。图中标注字体采用宋体或Times New Roman，字号尽量统一，小5号或6号字为宜(根据插入文中缩放比例适当调整，字号略小于图题字号)。
    发回修改稿时，将所有插图源文件（原图以图号命名，且与文中一致，如图1(a)，图1(b)，图2）整合到一个独立的压缩包(文件以收稿号命名，如20250001图)，上传稿件系统“修改稿相关附件”中。注意每幅图表编号，都要在正文对应提及，不能凭空出现。
2.2  表格
表格采用省线表。表中线条除左右外框线外均应显示，上下外框线加粗。表题应中英文对照，且须具有自明性，中文表题用黑体；表的内容勿与图重复；表头物理量与单位格式为：物理量(单位)；注意文-表的一致性。示例如表1所示。
表1  (1–x)BNT-xBa(Al0.5Sb0.5)O3陶瓷室温压电和铁电性能参数
Tab.1 Room temperature piezoelectric and ferroelectric properties of (1–x)BNT-xBa(Al0.5Sb0.5)O3 ceramics

	x
	d33(pC·N–1)
	kp(%)
	Ec(103V·cm–1)
	Pr(10–6C·cm–2)

	0.03
	43
	7.9
	33.2
	22

	0.035
	99
	20.1
	26.4
	19

	0.04
	67
	9.8
	22.6
	13


2.3  量、单位和公式
单列公式请使用Math Type编辑，除单列公式外，能正常录入或插入的符号不用公式。公式中符号字体：变量符号用斜体；上下角标如为缩写词用正体，如为变量用斜体；微分符号d、π、Δ、矩阵专置符号T用正体；除Re, Im(其中e, m不是下标)等几个特征数外，变量应使用单个字母表示或带下标的单字母(否则由多个字母表示单个变量，易被误解为多个变量相乘，只能用多个字母表示的用正体)；所有公式中首次出现的符号应在该公式下注解其含义。(注意公式中与正文中变量符号、正斜体、上下角标正斜体等的一致性)
有关记号的使用应符合国家标准，例如：sin–1应为arcsin，ctg应为cot，tg应为tan。物理量单位用国家法定计量单位和国际许用单位，除º和%外，数字和单位间空格，如：“… 目”用“… μm”表示，“ppm”表示法只限用于气体的体积浓度，rpm 应写为r/min。
示例：根据公式(1)计算可以得到贴片长度L：
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式中：fc为天线工作中心频率；εe为微带天线的有效介电常数；ΔL为等效辐射缝隙的长度。

(注解应顶格，各符号间用分号分隔)
3  结论 

结论应该以正文中的实验或考察得到的现象、数据的阐述分析为依据，完整、准确、简洁地指出以下内容：(1)由对研究对象进行考察或实验得到的结果所揭示的原理及其普遍性；(2)将结果与之前提出的研究目的或假设相联系，阐明结果的重要性；(3)将结果与其他已有研究工作进行比较；(4)本论文在理论上和实用上的意义及价值。
参考文献：
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